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Protokot z procedury o udzielenie zamoéwienia

I. Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Sie¢ Badawcza tukasiewicz - PORT Polski Osrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw

Przedmiot zaméwienia: Wytworzenie pasywowanych tranzystoréw
typu 2DEG-HEMT na potrzeby Sieci Badawczej tukasiewicz — PORT Polskiego
Osrodka Rozwoju Technologii.

II. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe zostato upublicznione w Biuletynie Informacji
Publicznej w dniu 18.10.2023

III. Publikacja zapytania ofertowego.
1) Data: 18.10.2023r.
2) Adres strony internetowej: - https://bip.port.org.pl
3) Termin sktadania ofert: do dnia 23.10.2023 wiacznie.

IV. Postanowienia koncowe:
Postepowanie zostaje uniewaznione.

(Podpis osoby upowaznionej)

Sporzadzita: Anna Kaszuba

Projekt pn. ,Wysokowydajne tranzystory AlGaN/GaN-HEMT wykonywane hybrydowg
technologia MBE-MOVPE" dofinansowano ze srodkéw budzetu parnstwa, dotacja celowa
przyznawana instytutom dziatajgcym w ramach Sieci Badawczej tukasiewicz na
podstawie umowy nr 2/£-PORT/CL/2021
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